Исследование оптических свойств перспективных материалов на основе квантовых точек для элементов квантовой электроники
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Изучена зависимость энергии связи электрона с примесными центрами от величины напряжения внешнего электрического поля в квантовых точках на основе таких материалов как CdSe и InSb.
Рассмотрена модель примесной [image: image2.png]


–системы в сферически-симметричной потенциальной яме в приближении эффективной массы, которая находится под действием внешнего электрического поля [1].
[image: image21.png]EA(QD)/ 3B

0372

0.298]

0.223)

0.149)

0.074]

3429 5173 6.898 5622

R, /108 M



[image: image22.png]E”) .8

0.162

0.13]

0.097)

0.065|

0.032.

1.706 3411 5117

R, /108 m

6.822

8.528



[image: image23.png]Gl

E©D),

0262

021

0157

0105

005

4211 6317

R, /108w

8422 10528



[image: image24.png]E”) .8

0462,

037

0277

0185

0092

2106

4211 6317

R, /108w

5422

10,528



На рисунках 1 и 2 показана зависимость энергии связи электрона [image: image4.png]


от расстояния [image: image6.png]


 между центрами ([image: image8.png]R_, = (0,0,0)



 и [image: image10.png]o




 ) в КТ на основе InSb и CdSe, соответсвенно.
Рис. 1. Термы
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  – центра на основе InSb при внешнем напряжении А)E = 0 В/м,
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B)E=[image: image14.png]2-10°



В/м;( красный: g–терм, зеленый: u–терм) 
Рис. 2. Термы
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– центра на основе CdSe при внешнем напряжении А)E = 0 В/м, 
B)E=[image: image18.png]2-10°



В/м; ( красный: g–терм, зеленый: u–терм)
Из рисунков 1 и 2 видно, что энергия связи электрона с примесными центрами в 
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-системе InSb в отсутствие внешнего  поля несколько меньше энергии связи электрона с примесными центрами в 
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-системе CdSe. В электрическом поле условия существования g–состояния становятся менее жесткими, и несколько увеличивается координатная область существования этого состояния. Условия существования u–состояния становятся более жесткими. Энергия связи системы в электрическом поле незначительно уменьшается, что обусловлено квантово-размерным эффектом Штарка[2]. Из рисунков также видно, что увеличение расстояния между центрами приводит к вырождению g– и u–состояний.
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